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Abstract (Basic) : DD 154652 A 

The elements are esp. integrated solid state circuits, and are 
covered with conductor paths which are pref . made of aluminium. Prior 
to bonding, the surface of the bonding islands in the conductor paths 
are roughened by wet- or plasma chemical- etching to improve their 
bondability. The etchant is pref. an 0.5-30% soln. of hydrofluoric acid 
used for 10 seconds to three minutes to remove a max. thickness of 0.2 
microns from the surface of the bonding islands. After etching, the 
semiconductor wafers are pref. tempered for 20-40 minutes at 100-300 
deg . C . 

The mechanical strength of the bonds is increased by an inexpensive 
etching process, and the number of defective bonds is reduced. 
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(57JDi* EfTJ'idvn^ ben-;"? e^n Vcrfshrer, zuf planartechnolcgischcn Kt-fSteHuno von '{-;tfei:erb2u?tcrwtien und 
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Erfindur.Q is; ts, die mechanisclie McUL^bf^eit der Bondstelten auf dem Bcuclementcchip zu stsbiHsicren. die 7,M 
der Fchlbonounjen zu senken t/nd d^mit die Guttusbru'.e an Bnuelernsnten zu sieiQCfnAufgribc der Ertindung ist es 
dahef. die Bi>ndb2fNe:t r.vischen Lci;bibnrr.et2ii und Bonddraht im Them^okornprts^onspro2i;& 2-j verbessern. 
F.rfind-jngsQCT.ae'i wird die Auf&sb? didefch gc-Iot-st, daft die Obcrfiaeche des LeiibDbntnb'.iiMs, insbssondeiD ou? 
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Titel der Erfindung 

Verfahren zum Thermokompressionsbonden von Halbleiterbauele- 
menten, insbesondere integrierten Festkorperschaltkreisen 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur planartechnolo- 
gischen Herstellung von Halbleiterbauelenenten, insbesondere 
von integrierten Festkorperschaltkreisen, deren Kontak- 
tierung nach dem Thermokompressionsverfahren erfolgt. Sie 
wird in der Halbleitertechnik, insbesondere bei integrier- 
ten Schaltkreisen angewendet. 

Charakteristik der bekannten technischen Lbsungen 

Ee ist bereits bekannt, zur planartechnologischen Herstel- 
lung von Halbleiterbauelementen und integrierten Festkorper- 
schaltkreisen das Verfahren der Thermokompression anzuwen- 
den. Es dient der Realisierung der elektrisch leitenden Ver- 
bindungen zwischen den inneren Kontaktstellen auf dem Bau- 
elecoentechip (Bondinsel) und den auBeren Kontaktstellen auf 
dem Tragerelement bzw. Tragerstreif en. Dabei wird mittels 
einer Sonde das Ende eines diinnen Metallfadens d. h. Borid- 
drahtes auf die Bondinsel aufgelegt oder aufgesetzt, worauf 
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dcr Bonddraht aittels der-cclben Oder einer ziveiten Sonde 
unter ilitzeeinv/irkung an die Bondinsel angepreBt v/ird* Es 
cntsteht so eine mecbanisch haltbarej elektrisch lcitendc 
Yerbindung s-vischen Bonddraht und Lcitbahnnetall. Durch Ein- 
wirkung von Ultracchall anstclle der Hitzeeimvirkung oder 
auch zu3atslich kann die Bondfahigkeit wahrend des Andruck- 
vorganges verbessert v/erden. 

Im technologischen ProzeB deB Bonden3 groBer Stucksablcn 
von Bauelenenten entsteht, bedingt durch bestiromte Abwei- 
chungen von den Horaibedingungen, ein gewisser Prozentsatz 
von Pehlbondungen, Solch^ Abweichungen konncn zum Beispicl 
Verandcrungen der Oberflacheneigcnschaf ten des Leitbahntne- 
tells odcr des Bonddrahtes sein* Die Folgo ist ein Absinken 
der Gutausbeute an Bauelementen und einc verringertc aecba- 
nische Belastbarkeit der Bondstellen, 

Zur Verbecserung dcr Bondbsrkeit und Erhchung dcr Gutausbeu- 
te ist ferner ein Verfahren bekannfc, bei dem die Leitbahn- 
metalloberflache nit einer dunnen Goldscbicht untcr Einwir- . 
kung von Ultracchall und Druck verseben wird, v/ie es z, B. 
in den Wirtschaf tspatent 72 070 beschrieben ist. 
Dieses Verfahren ist jedoch aufwendig und vor allcrn durch 
die Verv/cndung von Gold zu teuer. 

Zicl dcr Erfindung 

Das Ziel der Erfindung besteht darin, die mechaniscbe Halt- 
barkeit der Bondstcllen auf dem Bauelewentechip okonomisch 
effektiv zu verbessern, die Zahl der Fehlbondungen zu sen- 
ken und daniit die Gutausbeute an Bauelementen zu s'texgern. 

Darlegung des Y/esens der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Bondbarkcit swischen 
Leitbahnsetall und Bonddraht im ThermokompressioncprozeB zu 
verbessern, 

Es wurde gefunden, daB ein Aufrauhen der Oberflache des 
Leitbahnaetalls vor dem Thcrraokompressionsbonden zu einer 
wesentlichen Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit 
der Bondstelle sov/ie zur Verringerung des Anteils an Pehl- 
bondungen fiihrt, Insbesondere wird als Leitbahnmctall Alu- 
minium verwendet. Das Aufrauhen erfoDgt unmittelbar nach der 



Aluminiiunbedampfung durch einen naBcberaiscben Uberatzschritt 
in einer 0,5-: 305&igenFluBsaurelosung. Die Atzzeit betriigt 
10 Sekunden bis 3 Uinuten. Nach dem Spiilen in entionisier- 
tern Y/aeser erfolgt eine 20- 40 miniitige Temperaturbehand- 
lung bei 100- 300°C, Der Atzabtrag des Uberatzschritt es be- 
tragt weniger ale 0,2 yunu 

Nach dem tfoeratzen und Tempern der Halbleiterscheiben folgt 
die an sich bekannte f otolithograf ische Strukturierung des 
Leitbahnmusters auf der Halbleiterscheibe. Anschliefiend 
Y/ird eine Passivierungsschicht, vorzugsweise Siliziumdioxid, 
aufgebracht, die auf den Bondinseln f otolithografisch ent- 
fernt wird. Die Scheiben werden nun vereinzelt, worauf die 
Einzelchips auf einera Tragerstreifen befestigt und gebondet 
v/erden. 

Ausf iihr ungsbe ispie 1 

Die Erfindung soli nachstehend an einem Ausf iihr ungsbe iapiel 
erlautert werden: 

Eine Siliziuiascheibe mit etwa 500 planartechnologioch er- 
zeugten Einzelchips wird nach dem f otolithograf ischen 6ff~ 
nen der Kontaktfenster mit einer ca. 1,4 yum dicken Alumi- 
niumschicht bedampft. Nach dem Bedampfen wird die Scheibe 
in eine etwa 10?Sige FluBsaurelosung eingetaucht und dort 
ca. 10 Sekunden lang belassen. Der Atzabtrag betragt dann 
etwa 0,2 ^urn. Die Scheibe wird anschlieBend in entionisier- 
tem Y/asser gespiilt, getrocknet und ca. 30 rain lang bei et- 
v/a 200°C temperaturbebandelt. Hierauf wird die Scheibe nach 
dem an eich bekannten f otolithografischen Verfahren mit Po- 
tolack bescbichtet, durch eine geeignete Schablone hindurch 
belichtet, entwickelt und in einera der bekannten Aluminium- 
atzmittel geatzt. Die nicht lackmaskierten Bereiche des Alu- 
miniums werden dabei herausgeatzt. Es bleiben das gewiinsch- 
te Leitbahnmuster sowie die Bondinseln zuriick. Nach dem Ent- 
fernen der Lackhaftmaske wird auf die Scheibe eine etwa 
0 f 5 yura dicke Siliziumdioxidschicht aufgebracht, in der in 
einem zweiten f otolithograf ischen Prozefi die Bondinselbe- 
reiche freigelegt werden. 



Die Scheibe ist nunnehr von Silisiumdioxid bedeckt, das le- 
diglich die Bondinsel fur den nachf olgenden BondprozeS irci- 
lafit. Die Scheibe v/ird nun nach den bekannten Verfahren go- 
ritst und gebrochen, v/orauf die jetst einzeln vorliegcndcn 
500 Chips auf Trager3treifcn befestigt werden, 
Danach erfolgt die Bondung, d. h. das Anbringcn der Bond- 
drahte an den einselnen Bondinseln, nach dem Thernokompres- 
sionsverfahren und das Verschv/eiBen der Bomldrahtc an den 
Kontaktstellen des Tragerstreifcns. 
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Erf indungsansprucb * 

1 # Verfahren zum Thermokompressionsbondcn von Halbleiter- 
bauelementen, insbesondere integrierten Festkorper- 
schaltkreisen, gekennzeichnet dadurch, daB die Ober- 
flache der Bondbereiche des Leitbahnme talis, zur Ver- 
besserung der Bondbarkeit, vor dem BondprozeB durch 
ein naB- oder plasmachemisches Atzverfahren aufgerauht 

ifit, 

2« Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadiirch, daB das 
Leitbahnme tall bevorzugt aus Aluminium besteht, 

3. Verfahren nach Punkt V, gekennzeichnet dadurch, daB als 
Atzmittel eine 0,5- 30%ige FluBsaurelosung verwendet 
v/ird ♦ 

4. Verfahren nach Punkt 3, gekennzeichnet dadurch, daB die 
Dauer der Behandlung 10 Sekunden bis 3 Minuten betrSgt, 

5. Verfahren nach Punkt 4, gekennzeichnet dadurch, daB die 
Halbleiterscheiben mit dem Leitmetall nach dem Ubcr- 
atzen etv/a 20- 40 min lang bei 100- 300°C temperaturbe- 
handelt werden, 

6. Verfahren nach Punkt 4, gekennzeichnet dadurch, daB der 

Abtrag beim Atzen 0,2/um nicht uberschreitet . 



